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Beschreibung 

Uberstromfeste Schott kydiode mit niedrigem Sperrstrom 

Die vorliegende Erfindung betrlfft eine Schottkydiode mit 
einem Halbleiterkorper des einen Leitungstyps, einem auf dem 
Halbleiterkorper vorgesehenen Schottkykontakt und mehreren im 
Halbleiterkorper unterhalb des Schottkykontaktes gelegenen 
und wenigstens teilweise an den Schottkykontakt angrenzenden 
Gebieten des anderen Leitungstyps. 

Herkommliche Schott kydioden haben die Eigenschaft, dass bei 
ihrer Spannungsbelastung in Sperrrichtung unmittelbar an der 
Flache des Schottkykontaktes die hochste elektrische Feld- 
starke auftritt. Dies bewirkt, dass in Schottkydioden bereits 
deutlich unterhalb der theoretischen Durchbruchf eldstarke 
ihres Halbleitermaterials ein deutlich erhohter Leckstrom 
auftritt. Als Halbleitermaterial kommt neben Silizium bei- 
spielsweise Siliziumcarbid (SiC) in Betracht. 

Infolge der obigen Eigenschaft werden Schottkydioden in der 
Praxis so ausgelegt, dass in ihnen die elektrische Feldstarke 
auch bei Nennspannung deutlich unterhalb der theoretisch 
erreichbaren Durchbruchf eldstarke verbleibt. Diese verringer- 
te elektrische Feldstarke bei Nennspannung kann durch eine 
verminderte Dotierungskonzentration im Halbleiterkorper der 
Schottkydiode und/oder eine langere Auslegung der Driftstre- 
cke, also eine dickere Gestaltung des Halbleiterkorpers 
und/oder durch Verwendung eines Schottkykontaktes mit hoher 
Energiebarriere fur die Ladungstrager erreicht werden. So ist 
beispielsweise in US 5,262,668 eine Schottkydiode mit Berei- 
chen mit unterschiedlichen Energiebarrieren beschrieben. 



Alle diese Mafinahmen zur Verminderung der elektrischen Feld- 
starke bei Nennspannung fuhren aber dazu, dass die Vorwarts- 
spannung der Schottkydiode deutlich grolier wird als sie es 
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ohne die zur Beseitigung der oben erlauterten Oberflachen- 
problematik ergriffenen MaJinahmen sein miisste. 

Ein weiteres Problem insbesondere bei SiC-Schott kydioden ist 
5 deren relativ geringe Uberstromf estigkeit . Die Vorwartsspan- 
nung von SiC-Schott kydioden ist ungefahr proportional zu T 2 ' 5 
(T: Temperatur), so dass bereits bei Raumtemperatur betracht- 
liche Werte erreicht werden. Bei zahlreichen Anwendungen, wie 
beispielsweise PFC-Einsatz (PFC = Power Factor Correction), 
0 wird aber in manchen Betriebszustanden eine bessere Uber- 
stromfestigkeit benotigt. Mit einer solchen hoheren Uber- 
stromfestigkeit ware es moglich, kleinere SiC-Schottkydioden 
zu verwenden. Denn derzeit werden die Schottkydioden oft nach 
der Uberstromfestigkeit entsprechend ihrer Anwendung ausge- 
5 wahlt und daher uberdimensioniert . 

Es ist nun aus "Power Semiconductor Devices" von B. Jayant 
Baliga, PWS Publishing, 1995, Seiten 182 bis 195, bekannt, 
dass bei Silizium-Schottkydioden mit n-dotierter Driftstrecke 
durch Einbringung von p-dotierten Gebieten an der Oberflache 
auf der Seite des Schottkykontaktes bei geeigneter Abstimmung 
der Abstande dieser Gebiete, also der p-dotierten Gebiete in 
der n-dotierten Umgebung, die Oberf lachenf eldstarke am 
Schottkykontakt im Sperrfall deutlich abgesenkt werden kann. 
Solche p-dotierte Gebiete sind beispielsweise bereits als 
erhabene Inseln (vgl. US 4,982,260), als Kombination von pn- 
Ubergangen und Schott ky-Ubergangen (vgl. US 5,101,244) und 
als Dotierungen an Seitenwanden und Boden eines Trenches 
(vgl. US 5,241,195) vorgeschlagen worden. 

Weiterhin sind fur Schottkydioden im Halbleiterkorper auch 
schon Pinch-Strukturen mit hoher dotierten n-leitenden Gebie- 
ten (US 4,641,174) und Kompensationsstrukturen mit p- 
dotierten Saulen (DE 197 40 195 C2) beschrieben worden. 
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Auch im Zusammenhang mit SiC-Schottkydioden wurde bereits 
allgemein an die Einbringung derartiger p-dotierter Gebiete 
in einem rechteckigen Raster gedacht (vgl. hierzu den Aufsatz 
"Comparison of 4H SiC pn, Pinch and Schottky Diodes for the 3 
kv Range" von Peters, Friedrichs, Schorner, Stephani in Mate- 
rials Science Forum, Bd. 389-393, S. 1125-1128). Als Konse- 
quenz der Absenkung der elektrischen Feldstarke unmittelbar 
an der Schottkykontaktf lache infolge der Einbringung der p- 
dotierten Gebiete in den sonst. n-dotierten Halbleiterkorper 
konnen so Schottkydioden mit hdherer Dotierung ausgelegt 
werden, was die Vorwartsspannung vermindert. 

Ein zusatzlicher Vorteil dieser p-dotierten Gebiete liegt bei 
geeigneter Dimensionierung darin, dass bei hoheren Stromdich- 
ten eines durch die Schottkydiode flielienden Stromes die p- 
dotierten Gebiete Ladungstrager injizieren und so fur einen 
deutlich geringeren Spannungsabf all sorgen. Die Stromdichte 
fur dieses "Ziinden" der Injektion wird im Allgemeinen so hoch 
ausgelegt, dass die Diode bei Nennstrom nur als Schottkydiode 
arbeitet und eine bipolare Leitung infolge der Injektion erst 
bei Oberstromen einsetzt, beispielsweise bei doppeltem Nenn- 
strom. 

Der Zundstrom fur die bipolare Injektion ist in erster Nahe- 
rung proportional zur n-Dotierungskonzentration im Halblei- 
terkorper und umgekehrt proportional zum Mindestabstand von 
der Mitte des p-dotierten Gebietes bis zum nachstgelegenen n- 
dotierten Gebiet, das heiBt umgekehrt proportional zur Min- 
desterstreckung der p-dotierten Gebiete. Dies bedeutet, dass 
bei hoheren n-Dotierungskonzentrationen fur die Absenkung der 
Vorwartsspannung die p-dotierten Gebiete breiter gemacht 
werden mussen. Urn namlich einen Abschirmef f ekt des elektri- 
schen Feldes an der Oberflache zu erreichen, muss bei hoherer 
n-Dotierungskonzentration der Abstand der p-dotierten Gebiete 
entsprechend verringert werden, damit an alien Stellen des 
Schottkykontaktes der gewiinschte Effekt erzielt wird. 
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Eine hohere Dotierungskonzentration des n-dotierten Halblei- 
terkorpers bedeutet also, dass die p-dotierten Gebiete groJier 
werden und naher zusammenrucken mussen. Dies fuhrt wiederum 
zu einem betrachtlichen Flachenverlust des aktiven Schottky- 
teiles der Diode und damit zu einem starken Ansteigung der 
Vorwartsspannung. 

Insgesamt ist es also fur kleinere Sperrspannungen kaum mog- 
lich, eine geeignete Dimensionierung von Schottkydioden zu 
finden, welche bei gutem Abschirraef f ekt und hoher Uberstrom- 
festigkeit gleichzeitig auch eine niedrige Vorwartsspannung 
liefert. Bisher wurde eine Losung dieses Problems nicht ge- 
funden und auch nicht fur moglich gehalten, so dass es als 
solches hingenommen wurde. 

Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Schott- 
ky-Diode zu schaffen, die sich durch eine hohe Uberstromf es- 
tigkeit und gleichzeitig eine niedrige Vorwartsspannung aus- 
zeichnet . 

Diese Aufgabe wird bei einer Schottkydiode der eingangs ge- 
nannten Art erf indungsgemafl dadurch gelost, dass zur Auslo- 
sung der Injektion eines Ziindstromes wenigstens eines der 
Gebiete des anderen Leitungstyps so gestaltet ist, dass der 
Mindestabstand von der Mitte des wenigstens einen Gebiets bis 
zu einem Bereich des einen Leitungstyps -wesentlich groller ist 
als der entsprechende Mindestabstand bei ubrigen Gebieten des 
anderen Leitungstyps. Dieser groliere Mindestabstand bedeutet, 
dass das wenigstens eine Gebiet des anderen Leitungstyps eine 
wesentlich groBere Mindesterstreckung als iibrige Gebiete des 
anderen Leitungstyps hat. 

In bevorzugter Weise ist der eine Leitungstyp der n-Leitungs- 
typ, so dass der andere Leitungstyp, also der Leitungstyp de 
im Halbleiterkorper gelegenen und an den Schottkykontakt 
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angrenzenden Gebiete der p-Leitungstyp ist. Die Leitungstypen 
konnen grundsat zlich aber auch jeweils umgekehrt sein. 

Der Halbleiterkorper besteht in bevorzugter Weise aus Sic. 
Die Erfindung ist aber keinesfalls hierauf beschrankt. Viel- 
mehr kann der Halbleiterkorper auch aus einem anderen geeig- 
neten Halbleitermaterial , wie beispielsweise Silizium, Ver- 
bindungshalbleiter usw. bestehen. 

Im Folgenden soil aber davon ausgegangen werden, dass der 
Halbleiterkorper aus SiC besteht und n-dotiert ist. Das 
heifit, p-dotierte Gebiete sind in den an den Schottkykontakt 
angrenzenden Oberf lachenbereich des Halbleiterkbrpers bzw. 
der Driftstrecke der Diode eingebettet . 

Wesentlich an der erf indungsgemafien Schottkydiode ist der 
Kerngedanke, den Zundbereich fur die Steigerung der Uber- 
stromfestigkeit auf einen kleinen Teil der Diodenflache zu 
beschranken, so dass ein groBer Flachenverlust fur den akti- 
ven Schottkyteil der Diode vermieden und ein starkes Anstei- 
gen der Vorwartsspannung verhindert wird. Indem die p- 
dotierten Gebiete wenigstens teilweise zusammenhangend ges- 
taltet werden, kann fur eine rasche Ausbreitung der Zundung 
gesorgt werden. Damit lasst sich eine besonders deutliche 
Reduzierung der Vorwartsspannung in sehr einfacher Weise mit 
einer grofien Uberstromf estigkeit kombinieren . 

Ein wesentlich groJierer Mindestabstand fur das wenigstens 
eine p-dotierte Gebiet als die Mindestabstande der ubrigen p- 
dotierten Gebiete lasst sich in einfacher Weise dadurch er- 
zielen, dass das wenigstens eine p-dotierte Gebiet mit einer 
groBeren Flache als die jeweiligen Flachen der ubrigen p- 
dotierten Gebiete versehen ist. 

Unter "wesentlich grower" ist ein vorzugsweise um wenigstens 
einen Faktor 1,5 grofierer Abstand bzw. eine um den gleichen 
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Faktor groliere Erstreckung zu verstehen. Dieser Faktor kann 
in der Praxis tatsachlich aber auch wesentlich hohere Werte, 
beispielsweise .10 oder 2 0 und dariiber annehmen. Er kann aber 
gegebenenf alls auch kleiner sein. 

Die Anzahl der Gebiete mit einem grofteren Mindestabstand 
betragt wenigstens Eins . Es konnen aber auch mehrere Gebiete 
mit grofterem Mindestabstand vorgesehen werden, beispielsweise 
5, 10 oder .20 derartige Gebiete. 

Bei einer streif enf ormigen Struktur der eingebetteten p- 
dotierten Gebiete konnen diese mit unterschiedlicher Breite 
ausgelegt werden. Es ist 1 dann beispielsweise moglich, dass 
jeweils zwei schmale streif enf ormige Gebiete und ein breites 
streifenformiges Gebiet einander abwechseln. Es ist aber auch 
moglich, nur ein breites streifenformiges Gebiet als Ziindfla- 
che einzubauen. Die schmalen streif enf ormigen Gebiete konnen 
dabei eine so geringe Breite haben, wie es die jeweils ange- 
wandte Technologie zulasst. 

Der Abstand zwischen den ubrigen p-dotierten Gebieten, also 
bei einer streif enf ormigen Struktur der Abstand zwischen den 
schmalen p-dotierten Gebieten, wird so gewahlt, dass an der 
Oberflache eine Abschirmung des elektrischen Feides erfolgt. 
Der Mindestabstand fur das wenigstens eine p-dotierte Gebiet, 
also bei einer streif enf ormigen Struktur die halbe Breite der 
Zundflache, kann dann unabhangig von der Dimensionierung der 
schmalen streif enf ormigen p-dotierten Gebiete so ausgelegt 
werden, dass eine Zundung oberhalb des Nennstromes eintritt . 

Wie bereits oben erwahnt wurde, ist es fur eine Ausbreitung 
der Zundung sehr vorteilhaft, wenn die p-dotierten Gebiete 
zusammenhangend gestaltet sind, da dann die Stromausbreitung 
uber das zusammenhangende p-dotierte Gebiet deutlich schnel- 
ler erfolgt als bei nicht zusammenhangenden Gebieten. Wird am 
Rand der Schott kydiode ein ringformiges p-dotiertes Gebiet 
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eingebaut, kann auf diese Weise fur eine besonders rasche 
Ausbreitung der Zundung uber die gesamte Diodenflache gesorgt 
werden. Aulierdem ist ein solches Gebiet im Hinblick auf Rand- 
effekte vorteilhaft. Der Rand sollte bei in einen n-leitenden 
Halbleiterkorper eingebrachten p-leitenden Gebieten also p- 
leitend sein . 

Da bei der erf indungsgemaften Schottkydiode die Zundflache nur 
einen geringen Teil der Diode einnimmt, wird der aktive 
Schottkyteil der Diode kaum beeintrachtigt . Diese Beeintrach- 
tigung ist jedenfalls nicht groBer als sie bereits durch den 
Abschirmeffekt und die kleinste mogliche Geometrie ohnehin 
vorgegeben ist. 

Der Schottkykontakt kann zusammenhangend oder unterbrochen 
gestaltet sein. Bei unterbrochener Gestaltung konnen die 
einzelnen Teile am Rand elektrisch zusammengef uhrt sein. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1A und IB eine Schnittdarstellung (Fig. 1A) bzw. eine 

verkleinerte Draufsicht (Fig. IB; ohne Iso- 
lierschicht und Schottkykontakt) auf eine 
Schottkydiode nach einem ersten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung, - 

Fi 9- lc eine Schnittdarstellung zur Erlauterung von 

zwei weiteren Ausf uhrungsbeispielen der Er- 
findung mit unterbrochenem Schottkykontakt 
und 

Fig. 2 bis 8 Draufsichten auf weitere Ausf iihrungsbeispiele 

der erfindungsgemaiien Schottkydiode (jeweils 
auf den Halbleiterkorper mit den p-dotierten 
Gebieten) . 
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Fig. 1A zeigt auf einem n-dotierten SiC-Substrat 1 eine bei- 
spielsweise epitaktisch abgeschiedene n-dotierte SiC-Schicht 
2, in deren Oberf lachenbereich streif enf ormige p-dotierte 
Gebiete 4, 5 eingelagert sind. Die Breite des streif enf orrni- 
gen Gebietes 5 ist dabei etwa urn einen Faktor 3 grolier als 
die Breite der streif enf ormigen Gebiete 4. 

Der Rand sollte vorzugsweise p-leitend sein. Dies kann bei- 
spielsweise durch ein zusatzliches p-leitendes Gebiet 4 ' 
erfolgen, das mit dem nachstliegenden Gebiet 4 zusammenhangen 
Oder von diesem auch getrennt sein kann. Ebenso ist es aber 
auch moglich, ein Gebiet 4 direkt als Rand vorzusehen. Das 
Gebiet 4' kann auch starker oder schwacher als das Gebiet 4 
dotiert sein. 

Obwohl in den Fig. 1A und IB nur ein breites Gebiet 5 und 
zwei schmale Gebiete 4 vorgesehen sind, ist es selbstver- 
standlich, dass wesentlich mehr schmale Gebiete 4 und auch 
mehr als ein breites Gebiet 5 vorhanden sein konnen. 

Der Mindestabstand D von der Mittellinie der Gebiete 5 in 
horizontaler Richtung bis zum nachstliegenden n-leitenden 
Bereich, also die halbe Breite des Gebietes 5 ist etwa urn 
einen Faktor 3 grolier als der entsprechende Mindestabstand d 
des Gebietes 4. Entsprechend ist die Mindesterstreckung des 
Gebietes 5, also dessen Breite, bei diesem Ausf iihrungsbei- 
spiel etwa urn einen Faktor 3 grolier als die Mindesterstre- 
ckung der iibrigen Gebiete 4, also deren Breite. Die Mindest- 
erstreckung bzw. Breite des Gebietes 5 ist so gewahlt, dass 
dieses Gebiet 5 als Ziindflache wirkt und eine Zundung ober- 
halb des Nennstromes der Schott kydiode erf olgt . 



exne 



In iiblicher Weise hat die Schott kydiode der Fig. 1A noch 
Metallisierung 6, die einen Schott kykontakt mit der Schicht 2 
35 bildet (vgl. Pfeile 7), eine Isolierschicht 8 aus beispiels- 
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weise Siliziumdioxid, urn die Schott kymetallisierung und eine 
Gegenelektrode 9 auf dem Substrat 1. 

Fur die Gegenelektrode 9 kann beispielsweise Nickel gewahlt 
werden, wahrend die Metallisierung 6 aus beispielsweise Titan 
besteht. Es sind aber auch andere Materialien moglich, wie 
z. B. Gold oder Platin fur die Metallisierung 6 und Aluminium 
fur die Gegenelektrode 9. 

Fig. 1C zeigt in der linken Halfte ein Ausf iihrungsbeispiel 
einer Schottkydiode, bei der das "breite" Gebiet in der Mitte 
liegt und der Rand durch ein schmales Gebiet 4 gebildet wird, 
wahrend in der rechten Halfte ein Ausf iihrungsbeispiel darge- 
stellt ist, bei dem das breite Gebiet 5 am Rand vorgesehen 
ist und der Seitenbereich durch schmale Gebiete 4 eingenommen 
wird (Symmetrieachse ist jeweils die Strichpunktlinie ) . In 
beiden Ausf uhrungsbeispielen der Fig. 1C ist die Metallisie- 
rung 6 unterbrochen, so dass Metallisierungen 6' fur die 
Gebiete 4, 5 und Metallisierungen 6'' fur die Schottkykontak- 
te vorliegen. Fur die Metallisierungen 6' und 6'' konnen 
gegebenenfalls unterschiedliche Materialien verwendet werden. 
Die Metallisierung 6'' besteht wie die Metallisierung 6 vor- 
zugsweise aus Titan. Die Metallisierungen 6' und 6'' sind 
beispielsweise am Rand elektrisch zusammengef iihrt . 

Wahrend die Fig. 1A bis 1C Ausf uhrungsbeispiele zeigen, bei 
denen die Gebiete 4, 5 nicht zusammenhangen, ist in Fig. 2 
ein Ausf iihrungsbeispiel mit zusammenhangenden Gebieten 4, 5 
dargestellt: Dort sind zahlreiche schmale p-dotierte Gebiete 
4 in den n-dotierten Halbleiterkorper 2 eingebettet, wobei 
der gesamte Rand p-dotiert ist. Ein Gebiet 5 mit grofierer 
Mindesterstreckung ist quadratisch oder rechteckf drmig und 
liegt im Wesentlichen in einem Mittenbereich der Diode. In 
diesem Gebiet 5 hangen hier insgesamt vier Streifen 4 direkt 
zusammen . 
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Das Gebiet 5 kann jede beliebige Gestalt annehmen. Beispiels- 
weise kann es, wie in Fig. 3 dargestellt ist, auch im Wesent- 
lichen rund sein. Selbstverstandlich ist es auch moglich, 
dass mehrere derartige Gebiete 5 vorhanden sind. Ein Beispiel 
hierfur ist in Fig. 4 dargestellt. Bei dem Ausf iihrungsbei- 
spiel von Fig. 4 dehnen sich die Gebiete 5 nicht bis zum Rand 
aus. Vielmehr wird der Rand hier durch ein gesondertes p- 
leitendes Gebiet 4' gebildet. 

Fig. 5 zeigt. ein Ausf uhrungsbeispiel der erf indungsgemaflen 
Schottkydiode, bei dem sich schmale streif enf ormige Gebiete 4 
beidseitig von einem grolien Gebiet 5 kammartig erstrecken. 
Auch beim Ausf uhrungsbeispiel der Fig. 5 wird wie beim Aus- 
f uhrungsbeispiel der Fig. 4 der Rand durch gesondertes p- 
leitendes Gebiet 4 1 gebildet. 

Wahrend in den Ausf uhrungsbeispielen der Fig. 2 bis 5 die 
Gebiete 4, 5 zusammenhangend gestaltet sind/ zeigt Fig. 6 ein 
zu Fig. 1 ahnliches Ausf uhrungsbeispiel : Hier wechseln je- 
weils zwei schmale streif enf ormige Gebiete 4 und ein breites 
streifenformiges Gebiet 5 einander in der Schicht 2 ab, wobei 
die Gebiete 4, 5 nicht zusammenhangen . Der Rand wird wieder 
durch ein p-leitendes Gebiet 4 f gebildet. 

Ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel mit nicht zusammenhangenden 
Gebieten 4, 5 ist in Fig. 7 gezeigt: dort sind wenige grofie 
quadratische Gebiete 5 jeweils als Ziindflache vorgesehen, 
wahrend die Gebiete 4 wesentlich kleiner sind und den ubrigen 
Teil der Oberflache der Schicht 2 einnehmen. Auch hier ist 
als Rand ein p-leitendes Gebiet 4 1 vorgesehen. 

Fig. 8 zeigt noch ein letztes Ausf uhrungsbeispiel der Erfin- 
dung, bei dem das Gebiet 5 den Rand bildet und eine sagezahn- 
f ormige Struktur hat. Innerhalb des Gebietes 5 sind hier 
zahlreiche kleine Gebiete 4 vorgesehen. 



Infineon Technologies AG 
Siemens AZ: 2002 P 16447 
Erfindungsmeldung: 2002 E 16446 DE 



12414 



11 



Patent anspruche 

1. Schottkydiode mit einem Halbleiterkorper (1, 2) des einen 
Leitungstyps, einem auf dem Halbleiterkorper (1, 2) vorgese- 
henen Schottkykontakt (6) und mehreren im Halbleiterkorper 
(1, 2) unterhalb des Schottkykontaktes (6) gelegenen und 
wenigstens teilweise an den Schottkykontakt (6) angrenzenden 
Gebieten (4, 5) des anderen Leitungstyps, 
dadurch ge.kenn.zeichnet, 
dass zur Auslosung ' der Injektion eines Zundstromes wenigstens 
eines (5) der Gebiete (4, 5) des anderen Leitungstyps so 
gestaltet ist, dass der Mindestabstand (D) von der Mitte des 
wenigstens einen Gebietes (5) bis zu einem Bereich des einen 
Leitungstyps wesentlich grofter ist als der entsprechende 
Mindestabstand (d) bei ubrigen Gebieten (4) des anderen Lei- 
tungstyps . 

2. Schottkydiode nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das wenigstens eine Gebiet (5) des anderen Leitungstyps 
mit einer groBeren Flache als die jeweiligen Flachen der 
ubrigen Gebiete (4) des anderen Leitungstyps versehen ist. 

3. Schottkydiode nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Gebiete (4, 5) des anderen Leitungstyps wenigstens 
teilweise zusammenhangend gestaltet sind. 

4. Schottkydiode nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Gebiete (4, 5) des anderen Leitungstyps wenigstens 
teilweise streif enf ormig gestaltet sind und mindestens zwei 
streifenformige Gebiete uber wenigstens ein weiteres Gebiet 
(5) des anderen Leitungstyps miteinander verbunden sind. 
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5. Schottkydiode nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das weitere Gebiet (5) des anderen Leitungstyps recht- 
eckformig, quadratisch, rund oder oval ist. 

6. Schottkydiode nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass am Rand des Schottkykontaktes (6) ein ringformiges Ge- 
biet (4, 4 r ) des anderen Leitungstyps vorgesehen ist. 

7. Schottkydiode nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das weitere Gebiet (5) des anderen Leitungstyps am Rand 
des Schottkykontaktes (6) vorgesehen ist. 

8. Schottkydiode nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das weitere Gebiet (5) des anderen Leitungstyps sage- 
zahnformig ge'staltet ist. 

9. Schottkydiode nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Gebiet e (4) des anderen Leitungstyps in den vom 
weiteren Gebiet (5) des anderen Leitungstyps umschlossenen 
Bereich eingelagert sind. 

10. Schottkydiode nach Anspruch 9, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

dass die Gebiete (4) des anderen Leitungstyps rechteckf ormig 
oder quadratisch oder rund sind. 

11. Schottkydiode nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Gebiete des anderen Leitungstyps (4, 5 ). quadrat isch 
oder rechteckformig gestaltet sind und wenigstens eines die- 
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ser Gebiete eine groBere Flache als die tibrigen Gebiete auf- 
weist . 

12. Schottkydiode nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die streif enf ormigen Gebiete (4) des anderen Leitungs- 
typs kammartig von dem weiteren Gebiet (5) des anderen Lei- 
tungstyps ausgehen. 

13. Schottkydiode nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schott kykontakt (6', 6 1 ') unterbrochen ist. 

14. Schottkydiode nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Schottkykontakt aus Titan besteht 

15. Schottkydiode nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Gegenelektrode (9) aus Nickel besteht. 

16. Schottkydiode nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass der eine Leitungstyp der n-Leitungstyp ist. 

17. Schottkydiode nach einem der Anspruche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Halbleiterkorper (1, 2) aus Si oder SiC besteht. 
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Zusammenf as sung 

Uberstromf este Schottkydiode mit niedrigem Sperrstrom 

5 Die Erfindung betrifft eine Schottkydiode, bei der in die 
Schottkykontaktflache p-dotierte Gebiete (4, 5) eingelagert 
sind. Wenigstens eines (5) dieser Gebiete (4, 5) weist eine 
grofiere Mindesterstreckung auf, um einen Ziindstrom auszulo- 
sen . 

10 

(Fig. 1A) 
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Bezugszeichenliste 

1 n-dotiertes SiC-Substrat 

2 n-dotierte SiC-Schicht 

3 Halbleiterkorper 
4 r 4' p-ciotiertes Gebiet 
5 p-dotiertes Gebiet 

6f 6', 6 fl Schottkymetallisierung 

7 Pfeile fur Schottkykontakt 

8 Isolierschicht 

9 Gegenelektrode 
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Figur fur dicZusammenfassung 




